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Реферат:
1. Дисертація присвячена дослідженню матеріалів для робочого шару комірок резистивної пам’яті з
довільним доступом (RRAM), виконаного методами функціоналу електронної густини та псевдопотенціалу.
RRAM має перевагу у вигляді доступу до окремої комірки, але для масштабного впровадження потрібно
вирішити низку технологічних завдань. Досліджено матеріали, зокрема: • SiₓGe₁₋ₓ з дислокаціями, заповненими
сріблом: трансформація таких плівок значно змінює їх електронні властивості, дозволяючи реалізувати
перемикання між станами «встановити» і «скинути». Напруга перемикання становить 0,2 еВ. • HfOₓ із
кисневими вакансіями, заповненими сріблом: введення вакансій різко знижує опір плівки. • ZnO з кисневими
вакансійними нитками: збільшення густини вакансій формує внутрішнє електричне поле, що підсилює
провідний ефект. • Sb₂GеₓTe₃₋ₓ (x=0,1,2): додавання Ge змінює ширину забороненої зони, впливаючи на провідні
властивості. Інженерія дефектів забороненої зони (дивакансії, нанодроти) є основним механізмом
перемикання. Робота поглиблює розуміння таких процесів, відкриваючи нові можливості для RRAM.



2. The dissertation is dedicated to the study of materials for the active layer of resistive random-access memory
(RRAM) cells, conducted using density functional theory and pseudopotential methods. RRAM offers the advantage
of random access to individual cells, but large-scale integration requires solving several technological challenges.
The investigated materials include: • SiₓGe₁₋ₓ with dislocations filled with silver atoms: Transformation of such films
significantly alters their electronic properties, enabling switching between “set” and “reset” states. The switching
voltage is 0.2 eV. • HfOₓ with oxygen vacancies filled with silver atoms: The introduction of vacancies sharply
reduces the film’s resistance. • ZnO with oxygen vacancy filaments: Increasing the vacancy density forms an
internal electric field that enhances the conductive effect. • Sb₂GеₓTe₃₋ₓ (x=0,1,2): Adding Ge modifies the bandgap
width, influencing conductive properties. Bandgap defect engineering (e.g., divacancies, nanowires) is the primary
mechanism of switching. This work deepens the understanding of such processes, opening new opportunities for
RRAM development.
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